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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets

Troisiéme partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes réegulatrices

PREAMBULE

des Comités

1) Lgs décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questlons
c8 plus grande

d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a
psure possible un accord international sur les sujets examings.

=)

2) Cgs décisions constituent des recommandations internationales et sor ifés nationaux.

3) D] haux adoptent
dg nationales le
P4 doit, dans la
m

Lh présente norme d’Etudes n°® 47 de la CEI: Djspositifs a

semjconducteurs.

L
disc
les

e partie d’'une norme générale sur les| dispositifs
plus des normes générales de la Publicqtion 747-1,
publication completent les normes sur les |diodes de

ni 4 Londres en septembre 1982, a approuvé le r¢gmaniement

des | Publications ; de la CEI qui consiste en une nouvelle articulation ¢n fonction
des | semi iraités’ Toutes les parties constituantes ayant déja été approuvdes par des
votds\sui it 12 R¢ i i ¢ ) is, il n'a pds été jugé
nécgssaire

47 et 148,

Les informations relatives aux essais mécaniques et climatiques, figurant dans les
Publications 147-5 et 147-5A, sont incorporées dans la Publication 749 de la CEIL

Cette norme sera tenue a jour en révisant et en élargissant son texte parallélement a la
poursuite des travaux du Comité d’Etudes n° 47 pour tenir compte des progres effectués dans
le domaine des dispositifs a semiconducteurs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION |

SEMICONDUCTOR DEVICES

Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes

FOREWORD

1) The forfnal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Tec
the Nafional Committees having a special interest therein are represented,
internatfonal consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They hdve the form of recommendations for international use and they a
that senpe.

3) In ordef to promote international unification, the IEC expresses
the tex{| of the IEC recommendation for their national rules

%ch all

ble, an
ttees in

d adopt
it. Any

divergeree between the IEC recommendation and the corr ing’ nfati es should, as far as possible, be

clearly fndicated in the latter.

This 4tandard has bee

devices.

Public
Publicati andards of Publication 747-1, the standards
in the p dards on signal and regulator diodes.

The njeeting hnica symmittée No. 47, held in London in September 1982, ap
the re-g yblications 147 and 148 into the present device-o
arrangen all\\Mhe\ constituent parts had been previously approved by votes und

Materjald concerning
Publication~747-1 and in Publications 748

integrated circuits, found in Publications 147 and 148, are inclu

ductor

IEC
given

proved
iented
er the

Hed in

Material concerning mechanical and climatic test methods, found in Publications 147-5 and

147-5A, are included in IEC Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work
of Technical Committee No. 47 continues and takes into account advances in the field of

semiconductor devices.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Troisiéme partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes réegulatrices

CHAPITRE 1: GENERALITES

1.| Note d’introduction

La présente publication doit étre utilisée avee 74 quii donne les

informations de base sur:

la terminologie;

les symboles littéraux;

les valeurs limites et les cafa
les méthodes de mesure;

— la réception et la fiabilité.

L’ordre des différents chapit pe & la Publication 747-1, chapitre III,

paragraphe 2.1.

@t

normes pour les catégories et squs-catégories

S’ils existent, les symboles littéraux ont été ajoutés aux termes dans les titres. Lorsqu’il
existe plusieurs formes distinctes pour un symbole littéral, la forme la plus souvent
utilisée est donnée.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes

CHAPTER I: GENERAL

1. Introdyictory note

A3 a rule, it will be necessary to use Publication
publication. In 747-1, the user will find all basic informé

€ present

— tefminology;

— lefter symbols;
— espential ratings and characteristic
- mgpasuring methods;

— adceptance and reliability.

The sequence of the different chap
I11, |Sub-clause 2.1.

apter

2. Purpoge

The present;u ico

evices:

ories

of

- V@
- Cy

3. Letter|

symbols

Mostly, existing letter symbols are added to the terms in titles. When several distinctive
forms exist, the most commonly used form is given.
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CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX

SECTION UN — DIODES DE SIGNAL (Y COMPRIS LES DIODES DE COMMUTATION)

1. Termes généraux

Les termes et définitions correspondants, donnés dans la Publication 747-1,

s’appliquent. Le terme du paragraphe 1.1 ci-dessous est répété de cette publication,
chapitre IV, paragraphe 4.8.

Diode de signal

ns un signal
e.

V, article 5,

.1

1.1

bornes d’une

e créte de la

tension sinusoidale d’entrée dans des conditions spécifiées pour le circuit.

2.1.5 Tension de recouvrement direct (vgR)

Tension variable qui se produit pendant le temps de recouvrement *direct apres
commutation instantanée a partir de zéro ou d’une tension inverse spécifiée jusqu’a un
courant direct spécifié.

2.2 Courants

2.2.1  Courant direct moyen (Iguy,)

Valeur moyenne du courant direct calculée sur une durée spécifiée.
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CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

SECTION ONE — SIGNAL DIODES (INCLUDING SWITCHING DIODES)

1. General terms

The relevant terms and definitions given in Publication 747-1 apply. The term in
Sub-clause 1.1 below is repeated from this publication, Chapter IV, Sub-clause 4.8.

1.1 SigAal diode

A diode used for the purpose of extracting or processing infop
eledtronic signal which varies with time and may be either analog

2. Termp related to ratings and characteristics

The relevant terms and definitions given in P apter IV, Clapse S5,

apgly.
A
2.1 Voliages
211 C

2.1.2  Mean reverse voltage
- The valu@ €
2.1.3 Pe

]
inc

diode,

214 D

The atio d.c. load voltage to the peak sinusoidal input voltage under spgcified

cir¢uit_eonditions.

2.1.5 Forward recovery voltage (veg)

The varying voltage occurring during the forward recovery time after instantaneous
switching from zero or a specified reverse voltage to a specified forward current.

2.2 Currents

2.2.1 Mean forward current (Ig,yy)

The value of the forward current averaged over a specified time.
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2.2.2 Courant direct de pointe (In)

Valeur instantanée la plus élevée du courant, incluant tous les courants transitoires
répétitifs et non répétitifs.

2.3 Dissipation de puissance

2.3.1 Rendement de détection en puissance (1,)

Rapport de la variation de la puissance continue dissipée dans la résistance de charge,
produite par le signal alternatif, & la puissance disponible du générateur de signal
sinusoidal lorsque la diode fonctionne dans des conditions spécifiées.

2.3

direct.

?me inférieure

Note. — Pour les besoins des valeurs limites, la durée de I'impulsion est f
a 10 ms.

[\
(a2
W

Energie d’une_impulsion répétitive (E,.,)

Energie contenue dans une seule impulsi - artte_d’une sérfe répétitive
d’impulsions.

2.4 Caractéristiques diverses
2.4.1 Charge recouvrée (Q,)

commutation d’une conditiony de courant

porteurs de charge stockée et & la capacifé de la couche

sens direct au sens inverse, et l'instant ou le courant ifiverse, apres
pointe Iy, est réduit a une faible valeur spécifiée (comme il
igure 1| ou atteint par extrapolation la valeur zéro (cpmme il est

~

Ml —

Y 001/85
FIGURE 1
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2.2.2  Peak forward current (Iy)
The highest instantaneous value of the forward current, including all repetitive and
non-repetitive transients.

2.3 Power dissipation

2.3.1 Detector power efficiency (1,)

The ratio of the change in d.c. power in the load resistance produced by the a.c.
signal, to the available power from a sinusoidal voltage generator when the diode is
operated under specified conditions.

232 Sin Elg;pulsg_enorgy (F'p) \/nrn‘r)lipf] ta_qa detector dinllp)

THe energy of a pulse of short duration applied to a diode in the fo

Note.|— For maximum rating purposes, the pulse duration is normally specified to

2.3.3  Repetitive pulse energy (E,..,)

THe energy contained in a single pulse that occurs i

2.4 Sundyy characteristics

2.4.1 Redovered charge (Q,)

The total charge recovered from(the diode\ aft
curr¢gnt condition to a specified revexse iffon N

yitching from a specified forward

Note.| — This charge includesS\compdvae drage and depletion layer capacitance.

2.4.2 Relerse recti
THe time intérva ¢ \instgnt when the current passes through zero, when
cha to the reverse direction, and the instant whes the
reve'lie current\ i n_its” peak value I, to a specified low value (as shown in
Figure 1) ot\when xtheXextrapolated reverse current reaches zero (as shown in Figufe 2,

page )K

et Epp s
t
° /_-:
/rr ________ o ——
IRM ————
" Y 001/85

FIGURE 1
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/F A
M - ———— — —
4———{[;———————>‘
t
0 -
by p—m/mb—r———————_—_— ————— B
,/
d
(4
7
- —————_——.——_———————— A
Irm
R 002/85
FIGURE 2
Note. — L’extrapolation est effectuée en tracant une droite passant \par deuX<y &ifies, comme il

est indiqué dans la figure 2.

2483 Temps de recouvrement direct (t,)

gprendre une valeur spgcifiée, apres
ension inverse spécifiég jusqu’a une

e les bornes de la diode dans d¢s conditions

uotient de la tension continue inverse aux bornes de la diode par le coprant continu

2.4.7 Capacité totale (Cy)
Capacité différentielle mesurée entre les bornes de la diode dans des conditions de
polarisation données.
2.4.8 Sensibilité totale en courant (B))
Quotient:
1) du courant total redressé de la diode pour une charge spécifiée,

2) par la puissance totale du signal délivrée a l’entrée.
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/f: 4[
M p-————

FIGURE 2

Notd — The extrapolation is carried out with respect to specified poin d form

in Figure 2.

2.43 Fqrward recovery time (t,)

The time required for the currd after
insfantaneous switching from zero rward
biag condition.

2.4.4  Differential resistance

] pcified

co1]
2.4.5 K

] v d.c

for
246 R
T g d.c.

reverse eurrent.

2.4.7 Total capacitance (C,)

The differential capacitance at the diode terminals, measured under given bias
conditions.

2.48 Total current sensitivity (B,)
The quotient of:
1) the total rectified diode current with a specified load, and

2) the total delivered input signal power.
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2.4.9 Sensibilité différentielle en courant (B;)

Quotient:

747-3 © CEI 1985

1) de I’accroissement du courant redressé de la diode pour une charge spécifiée,

2) par la variation de la puissance du signal délivrée a ’entrée qui provoque cet accroissement.

2.4.10 Facteur de mérite (d’'une diode détectrice) (M)

Paramétre qui caractérise la sensibilité d’un dispositif récepteur et qui est défini par la

formule:
I,
M Plo
V N1, + Ry
ou:
B = soit: sensibilité «différentielle» en courant (B

soit: sensibilité «totale» en courant (B,)
selon le cas, mais de toute facon pour la diode en court-circuit

= résistance au point de fonctionnement
N, = rapport de température de bruit de la diode

R, = résistance équivalente de bruit de l'amplificateur,
de la diode détectrice

3.| Symboles littéraux

3.1 Généralités

yen(ne) de sortie redressé(e)

-

ett a amplifier le

lsignal de sortie

2.1 et 3.3.1
ecommandés

3.2.2 Paramétres électriques

8, d = amortissement
r = recouvrement, recouvreé, redressement
S, s = stockage, stocké

3.3 Liste de symboles littéraux supplémentaires

Les symboles littéraux contenus dans la liste suivante sont recommandés pour étre
utilisés dans le domaine des diodes de signal; ils ont été établis en accord avec les

régles générales.
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2.49 Incremental current sensitivity (B;)
The quotient of:
1) the rectified diode current increment with a specified load, and

2) the change in delivered input signal power that induces this increment.

2.4.10 Figure of merit (of a detector diode) (M)

A parameter characterizing the sensitivity of a receiving device and defined by the

formula:
ve B
V ]Vrrop + RA
whefe
B = either incremental current sensitivity (B;)

or total current sensitivity (B,)
as appropriate, in either case under short-circuit conditions

r,, = operating point resistance
N, £ noise ratio of the diode

R, & equivalent noise resistance of the high-impedance amplifier” that i§ aplify the output |of the

detector diode

3. Lettey symbols

3.1 Genpral

The general ruleg of \P

3.2 Additional sv@u
)|

n addition ™t
3.3J1 of Publi
for

pended general subscripts (see Sub-clauses 2.2l and
, the following specific subscripts are recommlended

321 Cy

=‘-average-Output rectified

3.2.2  Electrical parameters:

8, d = damping
r = recovery, recovered, rectified
S, s = storage, stored

3.3 Additional list of letter symbols

The letter symbols contained in the following list are recommended for use in the field
of signal diodes; they have been compiled in accordance with the general rules.
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Symbole

Nom et désignation s Observations
littéral
3.3.1 Tensions
Tension directe continue Ve
Tension directe totale instantanée Ve
Tension directe moyenne Veav
Tension inverse continue Va
Tension inverse totale instantanée Yr
Tension inverse de pointe Vam
Tension inverse de surcharge accidentelle Vasm
Tension de claquage Viery
Tension de recouvrement direct Ver € h

Valeur de pointe de la tension de recouvrement direct

3.3.2 Courants

Courant direct continu

(@N

X
N
N/

Courant direct instantané

93

N
N\

Courant direct de pointe

~
N Courant direct de surcharge accidentelle ( D

Courant moyen de sortie redresse \/J /\ I
Courant inverse comm(X < N\ 6 k U ‘\/ Iy
Courant inverse instantané \ \/ ir
Courant inverse de créte /: \\\ Iom

333 Puissancg\ 1 (\ \\/
Puissan€e de sgr@hgme}e\) ‘\) Psy
Dism\gu'ss dw onde r.f. Pew Pour les diodes

entre ?& détectrices
@%ﬂ dwe da}s@s de trains d’onde Prep
PG
3.3. 4 ara@s e CMW ‘
< \f\e s de ec%m@dlrect tr,
[\\”Ee&p% re&wrement inverse t.
< \&ur&w de recouvrement i
/\&\Qarg:\qcouvree 0.
\ \GS‘E rs diverses
R}%istance différentielle r
Eefficient d’amortissement 8 ou d
Résistance d’amortissement rg Ou rg
Efficacité n
Rendement de détection (en tension) um
Sensibilité différentielle en courant B
Sensibilité totale en courant B
Energie d’une seule impulsion E, W,
Energie d’une impulsion répétitive Eptrep) Pour les diodes
détectrices

Résistance différentielle au point de fonctionnement Top

Facteur de mérite

v
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Name and designation sl;flitbf;l Remarks
3.3.1 Voltages
Continuous (direct) forward voltage Ve
Instantaneous total forward voltage Ve
Average forward voltage Veawy
Continuous (direct) reverse voltage Vi
Instantaneous total reverse voltage VR
Peak reverse voltage Vam
Surge reverse voltage Vasm
Breakdown voltage Viar
Forward recovery voltage Ver (
Peak value of forward recovery voltage Verm /\Q )
3.32 Currents & \
Continuous (direct) forward current I \ \
Instantaneous forward current }g\ \\\ \
Peak forward current <IN\ \ \ B
Surge forward current m\ S \
Average output rectified current ( (7 1, \/
Continuous (direct) reverse current ( \\/ / A
Instantaneous reverse current Q < h ( \ 1w T
Peak reverse current x \ \I,N_/
3.3.3 Powers ( \
Surge power \ \ \ \/ Poyu
R.F. cw. power dissi atlo \) Pew For detector
diodes
Pulse r.f. powerbéxmi\ \\\ Prrr
3.3.4 Switchin; a}s\t S
Forward re/\(%ry\h;ge \/\ b
Reverse Qeco&*\ry ime\ / 1.
Regz{rk\g&gver current i
/\ge&sgereci Mge\ [0}
3.‘%4\Sun q&\Qd&ies \
ﬁf‘feqa\lal %iista Ce r
Damping sqefficient 8 or d
Damping resistance ¥§ OI 7y
Efficiency n
Detector voltage efficiency n
Incremental current sensitivity i
Total current sensitivity B
Single-pulse energy E, W,
Repetitive pulse energy Epeepy For detector
diodes
Operating point differential resistance Top
Figure of merit M
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SECTION DEUX — DIODES DE TENSION DE REFERENCE

ET DIODES REGULATRICES DE TENSION

1. Termes généraux

Les termes et définitions correspondants donnés dans la Publication 747-1 s’appliquent.
Les termes des paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessous sont répétés de cette publication,

chapitre 1V, paragraphes 4.10 et 4.11.

D’autres termes spécifiques sont donnés ci-dessous.

1.1 rPiode—de—tensionde référence

Diode qui développe entre .ses bornes une tension. de référénc
quand elle est polarisée pour fonctionner dans une gamme de
1.2| Diode régulatrice de tension

Diode qui développe entre ses bornes une tension e
gamme de courants spécifiée.

1.3| Sens direct

A Tétude.

1.4| Sens inverse

A T’étude.

2. |Termes relatifs |2

Les es :
s’applique

{ndices supplémentaires

entiellement, constant

rfdants de la Publication 747-1, chapitre I

iqn spécifiée

S.

P pour une

y, article 5,

En complément a la liste des indices généraux donnés aux paragraphes 2.2.1 et 3.3.1
de la Publication 747-1, chapitre V, les indices spécifiques suivants sont recommandés

pour:

3.2.1 Courants, tensions et puissances

Z, z = de régulation

3.2.2 Parameétres électriques

Z, z = de régulation
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SECTION TWO — VOLTAGE-REFERENCE DIODES
AND VOLTAGE-REGULATOR DIODES

1. General terms

The relevant terms and definitions given in Publication 747-1, apply. The terms in
Sub-clauses 1.1 and 1.2 below are repeated from this publication, Chapter IV, Sub-clauses

4.10 and 4.11.

Further specific terms are given below.

1.1 vVOli rge-reference—divde
A diode which develops across its terminals a reference voltage ¢f Spec Nlracy,

when biased to operate within a specified current range.

1.2 Volthge-regulator diode

A diode which develops across ‘its terminals an essen
a specified current range.

1.3  Forward direction

Under consideration.

1.4 Revgrse direction

Under consideration.

2. Terms§ related to ratings and

Thhe relev@er »
applly.

3. Lettet sym

—

3.1 Gen|

T Publication 747-1, Chapter V, apply.

3.2  Addjtiénal” subscripts

sage throughout

in Publication 747-1, Chapter IV, Clayse 5,

In addition to the relevant recommended general subscripts (see Sub-clauses 2.2.1 and
3.3.1 of Publication 747-1, Chapter V), the following specific subscripts are recommended

for:

3.2.1 Currents, voliages and powers

Z, z = working

3.2.2  Electrical parameters

Z, z = working
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3.3 Liste de symboles littéraux supplémentaires

Les symboles littéraux contenus dans la liste suivante sont recommandés pour étre
utilisés dans le domaine des diodes de tension de référence et des diodes régulatrices de
tension; ils ont é&té établis en accord avec les régles générales.

. . Symbole ]
Nom et désignation Y Observations
littéral
3.3.1 Tensions
Tension de régulation Vz
Tension continue inverse en-dessous de la gamme des 1
tensions de régulation
Tension de bruit dans la gamme des tensions de V., peut fussi

régulation

3.3.2 Courants

Courant contmu inverse dans la gamme des te ns

(
N
N\ \\X

Courant continu inverse pour une tensign inférieure I
celles de la gamme des tenswns de ¢ gula 10

3.3.3 Grandeurs diverses

ﬁ
Résistance différentielle dahg Ia\gammg des sions’de r,
régulation
Coefficient de temper ure de la nsign/deN\régulation Olyz Symbole qe
réserve:| S,

Inst: al ten ion d régulation dyz Pour les dliodes
de tensfon de
référenge

OIS/— DIODES REGULATRICES DE COURANT

/

et définitions correspondants, donnés dans la Publidation 747-1,
Le terme du paragraphe 1.1 ci-dessous est répété de cetted publication,
Chapitre IV, paragraphe 4.12.

D’autres termes spécifiques sont donnés ci-dessous.

1.1 Diode régulatrice de courant

Diode qui limite le courant a une valeur pratiquement constante dans une gamme
spécifice de tensions.

1.2 Anode

Electrode a partir de laquelle le courant circule dans la diode quand celle-ci est
polarisée pour fonctionner comme régulatrice de courant.
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3.3 Additional list of letter symbols

The letter symbols contained in the following list are recommended for use in the field

of voltage-reference and voltage-regulator diodes; they have been compiled in accordance
with the general rules.

Letter

Name and designation Remarks
symbol
3.3.1 Voltages
Working voltage V;
Continuous (direct) reverse voltage below the working Vr

voltage range

Noise voltage within the working voltage range Voz

3.3.2 Currents

Continuous (direct) reverse current within the working <
voltage range

Continuous (direct) reverse current at a voltage Below
the working voltage range (7

3.3.3 Sundry quantities ( \\// \ \
e range J

N\
Differential resistance withiv@Woltﬁ K

Temperature coefficient of working volta; Olyz Reserve symbol:
AN Sz
Working volt; instabilit Syvz For voltage-
reference
diodes

1. Gen‘

evant \terdds and definitions given in Publication 747-1, apply. The tgrm in
Sub-clause below is repeated from this publication, Chapter IV, Sub-clause 4.12

Further specific terms are given below.

1.1 Current-regulator diode

A diode that limits current to an essentially constant value over a specified voltage
range.

1.2 Anode

The electrode from which current flows within the diode when it is biased to operate
as a current regulator.
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1.3 Cathode

Electrode vers laquelle le courant circule dans la diode quand celle-ci est polarisée
pour fonctionner comme régulatrice de courant.

2. Termes relatifs aux valeurs limites et aux caracteristiques

Les termes et définitions correspondants de la Publication 747-1, chapitre IV, article 5,
s’appliquent. ' :

En complément, d’autres termes et définitions sont donnés ci-dessous.

2.1| Tensions

2.1l  Gamme de régulation

Gamme de tensions a l'intérieur de laquelle le courg bux étroites

limites spécifiées.

2.12 Tension de régulation (tension de fonctionneme

de courant.

Couran@

2.2[1  Courant d

22

2.3| Dissipation~de puissance

2.4 Grandeurs diverses

2.4.1 Conductance de régulation en petits signaux (g,)

Conductance en petits signaux dans la gamme de régulation d’une diode régulatrice de
courant.

242 Conductance au coude (g)

Conductance de régulation en petits signaux a la tension au coude.
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1.3 Cathode

The electrode to which current flows within the diode when it is biased to operate as

a current regulator.

2. Terms related to ratings and characteristics

The relevant terms and definitions given in Publication 747-1, Chapter IV, Clause 3,

apply.

Additional terms and definitions are given below.

2.1 Voltages

2.1.1 Regulating range

The range of voltages within which the current is maintaingd\be
limigs.

2.1.2  Repulator voltage (working voltage) (V)

Al voltage within the regulating range of a currg

2.1.3  Lirqpiting voltage (V)

The voltage at point [, on the current-voka

2.1.4 Knee voltage (Vy)
Al

2.2 Curn

2.2.1 Re

2.3 Pow

ecift

QITOW

2.4 Sundry characteristics

2.4.1 Small-signal regulator conductance (g,)

The small-signal conductance within the regulating range of a current-regulator diode.

2.42 Knee conductance (g,

The small-signal regulator conductance at the knee voltage.
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2.4.3 Coefficient de température du courant de régulation (os)

Quotient de la variation du courant de régulation entre deux valeurs spécifices de
température par la variation de température.

Note. — La variation du courant de régulation s’exprime généralement en pourcentage du courant de régulation.

e )

4

w Ve
iqum récommandé

406/82

colirant avec indication ¢les symboles.

D.2.1 et 3.3.1
Fecommandés

3.2.2 Parameétres électriques

S, s
k

régulation
coude

I

3.3 Liste de symboles littéraux supplémentaires

Les symboles littéraux contenus dans la liste suivante sont recommandés pour eétre
utilisés  dans le domaine des diodes régulatrices de courant; ils ont été établis en accord
avec les régles générales.
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2.43 Temperature coefficient of regulator current (working current) (ous)

The quotient of the change in regulator current (working current) between two
specified values of temperature and that change of temperature.

Note. — The change in regulator current (working current) is usually expressed as a percentage of regulator
" current (working current).

e A
b —
/ gs
/L I {UI\
N
|
.
L
||
|
| |
. ! ——
0 Vi W Ve
406/52
Fi1G. 3. — Current-regulato Q istis_with symbol identification.

3. Lettey symbols

3.1 General

Chapter V, apply.

3.2 Adqg

1
33
for|

commended general subscripts (see Sub-clauses 2.2{1 and
hapter V), the following specific subscripts are recomnjended

S, b =(regutator Aworking)
L [~¥/limiting
K = knee

3.2.2 Electrical parameters

S, s regulator (working)
k = knee

3.3 Additional list of letter symbols

The symbols contained in the following list are recommended for use in the field of
current-regulator diodes; they have been compiled in accordance with the general rules.
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Nom et désignation Sﬂg;glle Observations

3.3.1 Tensions

Tension de régulation Vs

Tension de limitation V.

Tension au coude Vi
3.3.2 Courants

Courant de régulation I

Courant de limitation I
3.3.3 Grandeurs diverses

Tonductance de regulation en petits signaux 7

Conductance au coude

g\

Coefficient de température du courant de régulation

X

)

Variation du courant de régulation

<

TR

®

A\
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Name and designation sl;fltltlforl Remarks

3.3.1 Voltages

Regulator voltage (working voltage) Vs

Limiting voltage v

Knee voltage Vk
3.3.2 Currents

Regulator current (working current) I

Limiting current I
3.3.3 Sundry quantities

StrattsigratTegutator—comductance p: 7

Knee conductance o /\&

Temperature coefficient of regulator current (working
current)

o
)

Regulator current variation

N

o
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CHAPITRE III: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

SECTION UN — DIODES DE SIGNAL (Y COMPRIS LES DIODES DE COMMUTATION)

1. Genéralites

1.1 Gamme d’application

Les informations données dans cette section ne couvrent pas les diodes congues pour
fonctionner a des frequences au-dela de quelques centaines de

1.2  Méthodes de spécification

Les diodes pour signaux peuvent &tre spécifiée
température ambiante spécifiée, soit comme des d
spécifiée, soit pour les deux conditions a la fois

i1spositifs 2
de boitier

1.} Températures recommandées

Plusieurs des valeurs limites et des doivent étre indiquées a une
température de 25 °C et a upe autre t¢ Z pecifiée>, Sauf indication c¥traire, cette
autre température doit étfe chyisie [~dans la liste donpée dans la

ale (T,,, ou

limites de tensions et de courants indiquées doivent| couvrir le
fonctioniement du dispositif dans la gamme spécifiee des tempgratures de
onctionnemen —Si—ces—valeurslimites{(par exemple:courant direct—tension linverse, etc.)
dépendent de la température, cette dépendance doit étre indiquée.

2.2.1 Tension inverse continue maximale (V)

2.2.2 Tension inverse de créte maximale pour des conditions d’impulsion spécifiées (pour diodes
de commutation) (Vyy)

2.2.3  Courant direct continu maximal (I

224 A Ulexclusion des diodes de commutation, courant direct de pointe maximal dans des
conditions spécifiées (Iry)
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CHAPTER III: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS

SECTION ONE — SIGNAL DIODES (INCLUDING SWITCHING DIODES)

1. General

1.1 Range of application

The provisions of this section are not intended to cover diodes designed to operate at
frequencies above several hundred MHz

1.2  Ratihg methods

vie @here

S{gnal diodes should be specified as ambient-rated or case-
appropriate, as both.

1.3 Recammended temperatures

Many of the ratings and characteristics are reduired e ed 4t a temperatyre of
25°C, and at another specified temperatur ) i , the one |other
temperature should be chosen by the e list in Publication [47-1,
Chdpter VI, Clause 5.

2. Ratings (limiting values)

Thhe following rati

2.1 Temperatures 9
2.1.1 Mipnimum and n

r the
bverse

22.1 Maximum continuous (direct) reverse voltage (Vy)

2.2.2 Maximum peak reverse voltage at specified pulse conditions (for switching diodes) (Vi)

2.2.3  Maximum continuous (direct) forward current (Iy)

2.2.4 Excluding switching diodes, maximum peak forward current under specified conditions (Igy)
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2.2.5 Pour les diodes de commutation, courant de pointe direct pour une durée d’impulsion
spécifiée et pour un facteur d’utilisation spécifié (Iny)
2.3 Dissipation de puissance (s’il y a lieu)
Dissipation de puissance maximale en fonction de la température (P), ou

Résistance thermique maximale entre la jonction et le boitier (Ry;_), ou la jonction et
I’ambiance (R amp), température virtuelle maximale de la jonction (7(,;) et valeur
maximale de la dissipation de puissance (P).

Toutes les exigences spéciales en relation avec les conditions de ventilation et/ou de
montage doivent étre spécifiées.

3. | Caracteristiques

uées pour
a Publica-

Les paramétres suivants doivent étre indiqués. Les valeu
une des tensions et/ou pour un des courants choisis
tion 747-1, chapitre VI, article 6.

3.1| Courant inverse (Iy)

inverse contifiue et pour
levée choisie dans la liste

32

h 25°C; la

hcetéristiques

conditions

specifiées de circuit en inverse.

Soit: b) Temps de recouvrement inverse (t.,).

Si la valeur maximale de la charge recouvrée ne peut é&tre indiquée (para-
graphe 3.4.1a)), une valeur maximale du temps de recouvrement inverse doit alors é&tre
indiquée dans le cas de la commutation d’un courant direct spécifié par application d’une
tension ou d’un courant inverse spécifié et dans des conditions de circuit spécifiées.

3.42 Tension directe transitoire (vepy) (s'il y a lieu)

Valeur maximale lors de la commutation d’une tension inverse spécifiée a un courant
direct spécifié. '
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2.2.5 For switching diodes, peak forward current for a specified pulse duration and at a specified
duty cycle (Iry)
2.3 Power dissipation (where appropriate)
Maximum power dissipation as a function of temperature (P), or

Maximum thermal resistance junction-to-case (R,;_y) or junction-to-ambient (R smb)s
maximum virtual junction temperature (7(,;) and maximum value of power dissipation

(P).

Any special requirements for ventilation and/or mounting shall be specified.

3. Chardcteristics
5 the
vol 6.
3.1 Rev
aximum value at the maximum continuous ((dipe 2 low
valde of reverse voltage at 25°C and one Jdrigher @at ¢ taKen from the lfst in
3.2
33
shall
34
Fistics
34.1
Everse

Or: b) Reverse recovery time (t.).

When the maximum value of recovered charge cannot be stated (Sub-clause 3.4.1a)), a
maximum value for reverse recovery time should be stated when switching from a
specified forward current by the application of specified reverse voltage or current and
for specified circuit conditions.

3.4.2 Peak forward recovery voltage (ver\) (Where appropriate)

Maximum value when switching from a specified reverse voltage to a specified forward
current.
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343 Temps de recouvrement direct (t,) (s’il y a lieu)

3.5

3.6

Valeur maximale lors de la commutation d’une tension inverse spécifiée a un courant
direct spécifié.
Rendement de détection

Pour les diodes spécifiées pour é&tre utilisées dans des circuits de détection, les
caractéristiques suivantes doivent étre indiquées:

Soit a) Rendement de détection en tension (1,)

Valeur minimale a 25°C et dans des conditions de polarisation spécifiées. Les
conditions du circuit et la fréquence de mesure doivent également étre spécifiées.

Cette caractéristique est généralement indiquée pour les détect N4 niveau.

Valeur minimale dans des conditions de polarisatie peécifié et a4 une
température plus élevée choisie dans la liste de la Publication i (1, article 5.
Les conditions de circuit et la fréquence de mesure doi e cifiées.

Cette caractéristique est généralement indiquéep 2 /r.f. a faiple niveau.

Bruit (V,, 1) (s’il y a lieu)

Valeur maximale de la
respectivement polarisée en dired

bruit, selon que 14 diode est

Données d’applica

A Tétude.

- DES DE TENSION DE REFERENCE ET DIODES
REGULATRICES DE TENSION

M¢éthodes “de spécification

1.2

Les diodes de tension de référence et les diodes régulatrices de tension peuvent é&tre
spécifiées soit comme des dispositifs a température ambiante spécifiée, soit comme des
dispositifs a température de boitier spécifiée, soit pour les deux conditions a la fois s’il y

a lieu.

Températures recommandées

Plusieurs des valeurs limites et des caractéristiques doivent étre indiquées a une
température de 25 °C et a une autre température spécifiée. Sauf indication contraire, cette
autre température doit @étre choisie par le fabricant dans la liste donnée dans la
Publication 747-1, chapitre VI, article 5.
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3.4.3 Forward recovery time (t,) (where appropriate)
Maximum value when switching from a 'speciﬁed reverse bias to a specified forward
current.
3.5 Detector efficiency

For diodes specified for use in detector circuits, the following characteristics shall be
stated:

Either: a) Detector voltage efficiency (1,)

Minimum value at 25°C and at specified bias conditions. The circuit conditions and
the frequency of measurement shall also be specified.

This characteristic is usually stated for high-level r.f. detectors.

Or] b) Detector power efficiency (1)

Minimum value under specified bias conditions at 25 °C apd at
taken from the list in Publication 747-1, Chapter VI, Clause 3
the| frequency of measurement shall also be specified.

This characteristic is usually stated for low-level

3.6 Noiye (V,, 1) (where appropriate)

Maximum value of noise voltage onding respectively on whether the

diode is forward or reverse biased.
4. Appljcation data

Under considers

OLTAGE-REFERENCE DIODES AND
L TAGE-REGULATOR DIODES

4

1. Gengral

1.1 Ratings wiethods

Voltage-reference and voltage-regulator diodes should be specified either as
ambient-rated or case-rated devices or, where appropriate, as both.

1.2 Recommended temperatures

Many of the ratings and characteristics are required to be quoted at a temperature of
25°C, and at another specified temperature. Unless otherwise stated, the one other
temperature should be chosen by the manufacturer from the list in Publication 747-1,
Chapter VI, Clause 5.
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2. Valeurs limites
Les valeurs limites suivantes doivent étre indiquées:
2.1 Températures
2.1.1  Températures de stockage minimale et maximale (T,,)

2.1.2  Températures de fonctionnement, ambiantes ou de boitier, minimale et maximale (T,,, ou

case)

2.2  Courants

Les valeurs limites doivent couvrir le fonctionnement du dispositif _dans la gamme

spécifiece de températures de fonctionnement. Si ces valeurs ites dépeéndent de la

température, cette dépendance doit étre indiquée.

2.2.8 Courant inverse continu maximal (fz) (pour les diode
région de claquage)

r dans la

2.2.0  Courant direct continu maximal (Iz) (pour les diode onner dans la région

de conductivité directe)

3. |Caractéristiques

3.1 | Généralités

\ 25°C et, s’il y a lieu, a|une autre
a\Ja" Publication 747-1, chapitre VI, article 5.

imale, pour un courant spécifié suivant |I’échelle 1,

de référence fonctionnant dans le mode df claquage
pour les tensions nominales ainsi que leprs limites
ées dans la Publication 747-1, chapitre VI, paragraphes 6.3 et 6.4.

33 Valeur maximale pour un courant de fonctionnement minimal recommandé

3.4 Coefficient de température de la tension de régulation (o)

Valeurs minimale et maximale (% par degré Celsius) pour le courant spécifié au
paragraphe 3.2. Si ce coefficient varie de fagon importante avec la température, la
variation doit étre indiquée et les températures pour lesquelles on effectue les mesures
doivent étre spécifiées.

3.5 Capacité de jonction (s'il y a lieu)

Valeur maximale pour une tension spécifiée inférieure a la tension de claquage.
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2. Ratings (limiting values)

The following ratings should be stated:
2.1  Temperatures

2.1.1  Minimum and maximum storage temperatures (T,,)

2.1.2  Minimum and maximum operating ambient or case.temperatures (T, or T,.)

2.2 Currents

cated.

2.2.1 Mhuximum continuous (direct) reverse current (I;) (for diodes in the

bregkdown region)

222 Mhpximum continuous (direct) forward current (I5) (fo
Jorward conductivity region)

operation |in the

3. Characteristics

3.1 Genpral
q cified
5.
ferred
747-1,

3.4 Temperature coefficient of working voltage (ay;)

Minimum and maximum values (% per degree Celsius) at the current specified in
Sub-clause 3.2. If this coefficient varies significantly with the temperature, the variation
shall be stated, and the temperatures at which the measurements are made shall be
specified.

3.5 Junction capacitance (where appropriate)

Maximum value at a specified reverse voltage below the breakdown voltage.
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-

3.6 Courant inverse (I)

Valeur maximale pour une tension inverse spécifiée inférieure 4 la tension de claquage.

3.7 Tension directe (Vy) -(pour les diodes régulatrices de tension seulement) (s’il y a lieu)
Valeur typique ou valeur maximale pour un courant direct continu maximal en régime
permanent pour les diodes destinées a fonctionner dans la région de claquage.
3.8 Tension de bruit dans la gamme des tensions de régulation (V,,) (s’il y a lieu)

Valeur maximale dans des conditions spécifiées de fréquence, de bande passante et de
courant de fonctionnement. La variation de ce parametre avec la température doit étre
indiquée si elle est significative.

SECTION TROIS — DIODES REGULATRI D A

1. |Type

Diode régulatrice de courant a tempér4
spécifiée.

température | de boitier

2. |Materiau semiconducteur

Silicium, etc.

3. | Encombrement

3.1| Référenc encombrement du dispositif (code A);

ode B) suivi du boitier (code C).

erences nationales.)
wefre/métal/plastique/autre

bornes et indication d’une connexion éventuelle entre une porne et le

4. Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans la gamme des températures de fonctionnement,
sauf indication contraire

4.1 Températures de stockage minimale et maximale (T,,)

4.2 Températures de fonctionnement, ambiantes ou de boitier, minimale et maximale (T,,, ou
Tcase) ’

4.3 Dissipation totale de puissance maximale a une température ambiante ou de boitier de 25 °C
(P,) et courbe de réduction ou facteur de réduction
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3.6 Reverse current (Iy)

Maximum value at a specified reverse voltage below the breakdown voltage.

3.7 Forward voltage (Vi) (for voltage-regulator diodes only) (where appropriate)
Typical or maximum value at the maximum continuous (direct) forward current for
diodes intended for operation in the breakdown region.
3.8 Noise voltage within the working voltage range (V,,) (where appropriate)

Maximum value under specified conditions of frequency, bandwidth and operating
current. The variation of this parameter with temperature shall be indicated, when such a
variation is significant.

SECTION THREE — CURRENT-REGULATO @)

1. Type

Ambient-rated or case-rated current-regulator diode.

2. Semidonductor material &
licon, etc.

3. Outlipe

reference,@

72!

3.1 IEC grawing (Code A);

B] followed by case (Code C).

4. Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range, unless
otherwise specified

4.1 Minimum and maximum storage temperatures (T,,)
4.2  Minimum and maximum operating ambient or case temperatures (T, or T.)

4.3  Maximum total power dissipation at an ambient or case temperature of 25 °C (P,) and a
derating curve or derating factor
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4.4 Sl y a lieu, temsion inverse maximale (tension négative anode-cathode) (Vy) ou courant
inverse maximal (Iy)

4.5 S’il y a lieu, tension directe maximale (Vg)

5. Caracteristiques électriques

Conditions a T,
Référence Caractéristiques ou T,,.=25°C, Symbole Exigences
sauf indication contraire
5.1 Courant de régulation Vs spécifiée (V) I, min. max.
5 Courant de Teguiation Vs Speécitice & 1a tension de 15 max.
fonctionnement maximale
recommandée (V) . (\
5B Sl y a lieu, coefficient de tempé- Vs spécifiée comme dans 1€ parg- oy >x1in. max.
rature du courant de régulation graphe 5.1, gamme dgs Ty, O *
Lo
Seit: 5.4 Variation du courant de régulation | Deux valeurs spéeifiéed, de 5}& Al max.
pour une variation spécifiée de part et d’autfe de
Vs
Spit: 5.5 Conductance de régulation en Vs, f=A kHz A max.
petits signaux (7
56 Tension de limitation /{@é@‘fwe,/df/ pr?/f}x\ence I, min. Vi max.
R . N AL
57 S’il y a lieu, conductancelau Vk spécifige \f=1 z j:3 max.
coude

«minimum» est la valeur la moins p
e des valeurs, minimale et maximalg.

ositive (la plus
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4.4 Where

appropriate, either maximum

maximum reverse current (I3)

— 43 —

4.5 Where appropriate, maximum forward voltage (V)

5. Electrical characteristics

reverse (negative anode-cathode)

voltage (V3) or

Conditions at 7;,,,;, or Require-
Reference Characteristic Tire =25 °C, unless Symbol q
. : o ments
otherwise specified
5.1 Regulator current Vs specified (¥g,) min. max.
52 Regutator—Torrent Vs specilied at the maximuim re- 15 max.
commended operating voltage
(Vs (\
5.3 Where appropriate, temperature Vs specified as in Sub-clause 5.1, n. rry.
coefficient of regulator current range of T, or T /\ ® #*
Either: 5.4 Regulator current variation for a Two specified values of on & mjax
specified change of ¥V either side of Vg, N
Or: 5.5 Small-signal regulator conductance Vsi, /=1 kHz ( (7 \> njax.
5.6 Limiting voltage I spec1f1@ ﬁ\l‘. mi\ﬂ\ mjax
5.7 Where appropriate, knee conduc- \K\p% ikw & njax
tance

”»

* “Maximun

is the most positive (least negative)

(+/-) asdociated with each limit shall be given.

mit;

(s theNleast positive (most negative) limit. THe signs
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SECTION UN — DIODES DE SIGNAL (Y COMPRIS LES DIODES DE COMMUTATION)

1.

Courant inverse I
a) But

Mesurer le courant inverse d’une diode pour une tension inverse spécifiée.

A

U oLricmu

003/85

DN\= diode €n mgsure

FiG. ga“pounsla mesure de I;.

r un voltmétre de pointe branché aux bornes de |

hble par un

de tension, le voltmétre par un appareil. de mesuge de pointe

A résistance

foocnn A

abtenir anv
o —a—O0oteHi—auXx

la tension inverse spécifiée V;.

L’ampéremétre A indique la valeur du courant inverse I;.

e) Conditions spécifiées

- température ambiante, température de boitier ou température d’un point
(I;mb’ T;asea Tref);

— tension inverse (V3);

— largeur des impulsions et facteur d’utilisation, si applicable.

de la diode,

de référence


https://iecnorm.com/api/?name=acd8ecab2fd5659a40400b34a3bb0a6d

747-3 © 1IEC 1985 — 45 —
CHAPTER 1V: MEASURING METHODS

SECTION ONE — SIGNAL DIODES (INCLUDING SWITCHING DIODES)

1. Reverse current I
a) Purpose

To measure the reverse current of a diode under specified reverse voitage.

b) ircuit f]lngrnm

by a
tmeter is replaced by a peak-reading instrumeny and
a peak-reading voltmeter across the calibrated resistor|R;.

Verse

voltage V; across the diode.

The reverse current I is read from the ammeter A.
e) Specified conditions

— ambient, case or reference-point temperature (T,., Tiaser Trer)s

— reverse voltage (Vy);

— pulse width and duty cycle, where applicable.
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2. Tension directe V:
a) But

Mesurer la tension directe aux bornes d’une diode de signal ou de commutation dans
des conditions spécifiées.

b) Schéma

ible par un
b de pointe
h résistance

pécifiée du
courant direct I..

Le voltmétre V indique la tension directe V.

e) Conditions spécifiées

— température ambiante, température de boitier ou température d’un point de référence
(Tamba ]::asw ];ef);

— courant direct (I;);

— largeur des impulsions et facteur d’utilisation, si applicable.
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2. Forward voltage V;

a) Purpose

To measure the forward voltage across a signal or switching diode under specified

conditions.

b) Circuit diagram

/e
e (a)
R,

D = diode being medsured

Vircuit descriptiop_and\reqirements

current Ig.

The forward voltage V; is read from the voltmeter V.

e) Specified conditions

/8

— ambient, case or reference-point temperature (T.p, Tiaer Lrer)s

— forward current (I);

— pulse width and duty cycle, where applicable.

by a
and
R,.

ward
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3. Capacite totale C_,
a) But

Mesurer la capacité totale d’'une diode dans des conditions spécifiées.

b) Schéma
—R c
| I | ” °
|
+ S
C>{ J‘( D Popt-alternatif
S I {
Wr
VAN O
vw;ﬂﬁ/
D = diode en sure
FiG. 6. — Schéma p

¢) Description et exigences du cireuit

La conductance de la résista hnce de la

erse de la

¢s petite, les conditions de montage ont une imfluence sur
et elles doivent étre spécifiées.

tension aux bornes de la diode a la valeur spécifiée V,. Mettre alors le
V hors circuit; déterminer la capacité de la diode en mesure, p laide du
pont alternatif, en soustrayant la valeur sans la diode dans la monture de la valeur
avec présence de la diode dans la monture.

f) Conditions spécifiées

- température ambiante, température de boitier ou température d’un point de référence
(T;imba T;ase’ T;ef);

- tension inverse (VR);
— fréquence de mesure, si elle différe de 1 MHz;

- conditions de montage de la diode, si nécessaire.
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3. Total capacitance C,
a) Purpose

To measure the total capacitance of a diode under specified conditions.

b) Circuit diagram

of the

de and

bct the

Itmeter
V is” taken™out of the circuit and the capacitance of the diode being measpired is
a0 . . . . o diodd in its

—using ac
mounting from the value with the diode in its mounting.

/) Specified conditions

ambient, case or reference-point temperature (T,.o, Toeer Tier);

reverse voltage (Vy);

measurement frequency, if different from 1 MHz;

mounting conditions of the diode, if necessary.
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4. Paramétres de commutation

4.1 Temps de recouvrement direct t,. et valeur de pointe de la tension de recouvrement direct Vigy
a) But

Mesurer le temps de recouvrement direct et la valeur de pointe de la tension de
recouvrement direct d’'une diode de commutation.

b) Schéma

cifiees Ipy;
tension de

grand par
C doit étre
rapport a
hir G. Le

QY ,/ €tant l'impédance de sortie du générate
pas nécessaire s’il n’y a pas de polarisation inverse.

de tension a ses bornes, due au courant inverse de la |diode, soit

nt deux résistances a faible inductance et leur valeur, |associée a
d’entrée R; de l'oscilloscope, doit é&tre grande par rapport a Iimpédance

O est un oscilloscope a double trace ayant une résistance interne R,

d) Exécution
Régler la température a la valeur spécifiée.

Augmenter la tension de sortie du générateur V, depuis zéro jusqu’a la valeur de
courant direct spécifiée:
v

j —-"
™M™ R, +
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4. Switching parameters

4.1

Forward recovery time t, and peak forward recovery voltage Vipy

a) Purpose

b) Circuit diagram

d)

The value of

fgrward v ; p iode;
tilne constan 1S ompared with the pulse width, where R, is

a
T large compared with R, and R, but small enough so
th caused by the reverse current of the diode is negligible.

wijth, the" in
impedance of the diode.

To measure the forward recovery time and the peak forward recovery voltage of a
switching diode.

Rs R4

=1

O

Q

that I, x R, is large compared with|
e value of C should be chosen so thaf

are Now-inductance resistors and should have values that are large tog
t/impedance R; of the oscilloscope in comparison with the for

rator

the
the
the
s 1S

that

pther
vard

O is a double-trace oscilloscope with internal resistance R;.

Measurement procedure

The temperature is set to the specified value.

] ~ !
FM R] L R
is reached.

The generator output voltage V| is increased from zero until the specified forward
current value: /
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Mesurer le temps de recouvrement direct et la valeur de pointe de la tension de
recouvrement direct sur 1’oscilloscope.

e) Conditions spécifiées

— température ambiante, température de boitier ou température d’'un point de référence
(T;mba T::asea T;ef);

tension inverse (Fg), si elle n’est pas nulle;

courant direct de pointe (Ipy);

tension de recouvrement direct Vg, définissant la fin du temps de recouvrement
direct, si elle différe de 110% de V5,

réquence de
répétition;

valeurs de R, et R,.

4.0 Charge recouvrée Q, temps de recouvrement inverse

4p.1 Introduction

Lorsqu’une diode est instantanément co e sens direct
a celui dans le sens inverse, il se qui décroit
ensuite jusqu’a la valeur fipale du e indiqué sur
la figure 10, page 60.

Ce phénomene peut limiterTa vitessg ¥

méthodes us pov

diode ¢st montée dans un circuit dans lequel le courant
nédances du circuit et la forme de linpulsion sont
e de temps entre le début de la chutd du courant
inverse atteint une valeur spécifiée, aprés €fre passé par
¢’ défini comme étant le temps de recouvrement|inverse (voir

vénjent /de cette méthode est que le temps de recouvrgment inverse
ilement valable pour le circuit spécifié et n’est pad directement

recouvrement

éthode utilise le fait que la cause fondamentale du recouvrg¢ment inverse
premiére due

s de charge minoritaires, I'autre due a la charge de la capacité|de la diode.
La charge totale extraite de la diode, lorsque celle-ci est commutée d'un dourant direct
Spécifié—4ume temsion Imverse spécifiée dans i circuit —Speécifié,—est—appelée charge
recouvree.

Pour autant que la proportion de charge due a la capacité de la diode soit négligeable
et que limpédance du circuit soit faible, la charge recouvrée est approximativement
proportionnelle au courant direct au moment de la commutation et relativement
indépendante de la tension inverse appliquée.

Dans ces conditions, la charge recouvrée par unité de courant direct est une
caractéristique de la diode et est relativement indépendante du circuit considéré. Il est
préférable, en conséquence, de spécifier la diode en termes de charge recouvrée chaque
fois que cela est possible.


https://iecnorm.com/api/?name=acd8ecab2fd5659a40400b34a3bb0a6d

747-3 © IEC 1985 — 53 —

4.2 Redqovered charge Q. reverse recovery time ft,.

4.2.1

The forward recovery time and the peak forward recovery voitage are measured on
the oscilloscope. '

e) Specified conditions

— ambient, case or reference-point temperature (T, T.

case» ref)

— reverse voltage (Vy), if different from zero;
— peak forward current (Iny);

— forward recovery voltage Vg, defining the end of the reverse recovery time, if
different from 110% Vg,

Fpuise characterstics T duration; Tise tine and Tepetition frequency;
el

- values of R, and R,.

Introduction

When a diode is switched suddenly from operation i rd ‘direction fo the
reverse direction, there is an initial trans1ent ; s which then decays |to the
finhl value of the reverse current 5 igwre 10, page 61.

g the reverse recovery characjeristic
of [a diode.

The first methqgd\is te 2 e\ die jn a circuit in which the forward durrent,
revierse voltage, d wpedangeshand \switching pulse shape are fully specified. The
tinje betwe@ﬁ ' g e_fall of forward current and the instant when the
reyerse curre lue, after passing through a peak, is measurgd and

18
is

e (see Figure 10). The disadvantage of this thethod
se recovery time applies only in the circuit confditions
spé¢ci i applicable to a different set of circuit conditions.

uses the fact that the basic cause of the reverse recovery
ch arge stored by the diode. This charge comprises two parts: the first
dup to(minoxi rriers, and the second due to the charge of the diode capacitande. The
totplScharge extracted from the diode, when switching from a specified forward ¢urrent

Provided the proportion of the charge due to the diode capacitance is negligible and
the circuit impedance is low, the recovered charge will be approximately proportional to
the diode forward current at the instant of sw1tch1ng and substantially independent of the
applied reverse voltage.

Under these conditions, the recovered charge for wunit forward current is a
characteristic of the diode, and is substantially independent of the circuit conditions. It is
preferable, therefore, to specify diodes in terms of recovered charge whenever possible.
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L’exemple suivant est donné pour montrer I’emploi -du concept de charge. recouvrée:

Considérons une diode ayant une charge recouvrée de 500 pC lorsqu’elle est commutée
a partir d’un courant direct de 10 mA, dans les conditions spécifiées pour cette méthode
de mesure.

Le temps de recouvrement de cette diode, si elle est commutée a partir de 2 mA pour
une tension inverse de 10 V dans un circuit ayant une impédance de 10000 ohms, est
calculé comme suit:

2 mA 60 pC.

- La ch < t: 500 pC
a charge recouvrée es p x 10 mA \

2 Charge recouvrée Q,

Jusqu’a ce que la charge stockée dans la diode disparaisse, le couxant ifiverse aprés
commutation est limité par le circuit extérieur. Il est de:

10 V
10 000 ohms

Le temps nécessaire pour éliminer la charge

C’est la valeur calculée pour le temps
conditions.

a) But

Mesurer la rée 8 ondition de

|
]
|
i |
I T
| | A
| |
| |
(‘ | |
i | |
p . g I _ l T/ +
I Cy == VZQE ; = I V1QE ;
| i | i
]| T
-d 4
277, 007/85

D = diode en mesure

Fic. 8. — Schéma pour la mesure de Q..
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4.2.2

The following example is given to demonstrate the use of the recovered charge
concept: ’

Consider a diode which is specified as having a recovered charge of 500 pC when
switching off a forward current of 10 mA, under the conditions specified in this
measuring method.

The recovery time of this diode when switching off 2 mA with a reverse voltage of 10 V
in a circuit of loop impedance of 10000 ohms can be calculated as follows:

The recovered charge is: 500 pC x

mA
0 mA = 100 pC.

ntil the stored charge in the diode is exhausted, the reverse curgent after switching
wil} be limited by the external circuit, and will be:

10V
10 000 ohms

0 pC
1 mA

= 1 mA.

The time taken to remove the charge is

This is the derived value of the reverse re
conditions.

diode under| these

REcovered charge Q.
a) |Purpose

To measure the &hargd S di fom a

b) |Circuit m

|
|
A 2 I
‘ I — B f
' ale;
| |
% | ¥D, |
G o : | (3
il | | é AZ
N4/ I - I N’ +
: C3_1—J=. \) Qj == i V1Q5
| + ! i
} f
I -
4 007/85

D = diode being measured

Fig. 8. — Circuit diagram for the measurement of Q.
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Description et exigences du circuit

C, doit étre suffisamment petit de fagcon a é&tre complétement déchargé pendant
I'intervalle de temps séparant deux impulsions:

1
f

ou R, est la résistance interne du générateur d’impulsions G.

RCi<

R, doit étre suffisamment élevée de facon & obtenir un courant constant dans la diode
en mesure.

Les diodes D, et D, doivent avoir un courant inverse négligeable dans les conditions
de—mesure—La—diode— D doit—avoir une—charge recouvrée—beduycsyyp us faible que
celle de la diode en mesure. C, est choisi de facon a obteni moyenne du
courant dans 'ampéremétre A, telle que:

R.C,>1,

Exécution

Régler la température a la valeur spécifiee.

r le courant
direct spécifié I sur A {et ajust mprise entre
celle existant au point A ¢ de seuil de
la diode D,, par exemple

tude V,, la

44

ux branchés,

IZ_II

o = 7

prendre

ie du circuit située a l'intérieur des lignes pointillées doit &tre rédlisée suivant
les régles applicables aux circuits & commutation rapide. On dgit chercher

by

particuliérement a réduire le plus possible les inductances du circuit, y compris les
branchements a la diode en mesure.

Conditions spécifiées
— température ambiante, température de boitier ou température d’un point de référence
(T;mb: Tcase’ Tref);

— courant direct (I);

- amplitude des impulsions (V,), durée (%), temps de montée (1) et fréquence de
répétition (f).
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o

d)

e)

J)

being measured. C, is chosen to average out the current through am

Circuit description and requirements

C, should be small enough to be fully discharged during the interval between pu

1
/

where R, is the internal resistance of the pulse generator G.

RC <

R, should be large enough to ensure a constant current through the diode
measured.

Diodes D, and D, should have negligible reverse current under the measuring

cond on Diode D no d have 34 e 0 malle ecQyered haree” taan ne

R.C,> 1,

where R, is the internal resistance of the ammeter A,.

Measurement procedure

The temperature is set to the specified value.

vied using the following expression:

L—1,
- f
served

The \portio the circuit within the dotted lines should be constructed in acco
with” good practice for fast-switching circuits. Particular attention should be p

Ises:

being

circuit

obtain the specified fqrward
current Iz read on A,, and i yaste age between point A and
. 0.6 V for silicon diqdes.

bulse

ircuit/and the pulse generator G switched| on, a

and the pulse generator G switched on, a ¢urrent

rdance
nid to

minimize the circuit inductances including the connections to the diode
measured.

Specified conditions

— ambient, case or reference-point temperature (T.p, Tiuer L)

— forward current (I);

being

- pulse amplitude (V,), pulse width (z), rise time (%) and repetition frequency ().
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423 Temps de recouvrement inverse t,. (pour une Vg spécifiée)

a) But

747-3 © CEI 1985

Mesurer le temps de recouvrement inverse d’une diode dans des conditions dé

commutation spécifiées.

b) Schéma
Affaiblisseur 1 _” {)‘- Affaiblisseur 2
t
.+_
G
1w 1 01

Ok

partie réelle de l'impédance totale, vue par la diodg
ification contraire.

008/85

foscilloscope

oissance du

de ¢, max.

it avoir un

Les affa acpltatifs et peuvent étre utilisés poyr améliorer
l’ad'itati ¢ ils doive
1(e . doit étre inférieure a 0,1 f,max., sauf

spécification

, C’est-a-dire

L’impédance d’entrée de 1oscilloscope O, qui mesure la tension V, ap

diode doit étre grande par rapport a R,.

liquée a la

On peut utiliser un oscilloscope a double trace au lieu des oscilloscopes O, et O,.

d) Exécution
Régler la température & la valeur spécifice.

Le générateur de courant délivre le courant direct spécifi¢ Iz a la diode.

Appliquer les impulsions délivrées par le générateur G a la diode; augmenter leur
amplitude jusqu’a atteindre, sur l'oscilloscope O,, la valeur spécifiée Vi appliquée a la

diode quand on la bloque.
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4.2.3  Reverse recovery time t, (for a specified Vy)
a) Purpose

.To measure the reverse recovery. time of a diode under specified switching conditions.

-b) Circuit diagram

Attenuator 1 } H— Attenuator 2
b

' N
N

D = diode being measure

2o
\
o

O

\28/85

7

FiG. 9. — Circuit diagram for

¢) Circuit description and requireme

The output impedance R of the\generat e/input impedance Ry of the
gscilloscope O, are equal to 50 ¢ wise specified. The rise times qf the
g gmpared to f,

The pulse width ¢, e the specified value of ¢ max.
Attenuators 1 a 3 % ay be used to improve the matching df the
pulse generator Nthe illoscopenand should have an attenuation higher thpn or
e

T 3 : be/lower than 0.1 f,max., unless otherwise spegified,
v b .

R art” of the total impedance, as seen by the diode, that is
1 o specified

(( ce of the circuit including the diode.

(( ompared to #, max/R,.

The, {mpe i of the current generator should be high compared to R;.

Thevinput impedance of oscilloscope O, that measures the voltage V; applied o the

diode should be high compared to R,.

A dual-trace oscilloscope may be used instead of oscilloscopes O, and O,.

d) Measurement procedure
The temperature is set to the specified value. !
The current generator delivers the specified forward current I to the diode.

Pulses delivered by generator G are applied to the diode; the magnitude of the pulses
is increased until, on oscilloscope O,, the specified value ¥V applied to the diode in
the off-state is reached.
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Sur T'oscilloscope O,, mesurer le temps de recouvrement inverse f, depuis l'instant ou
le courant est nul jusqu’a celui ou le courant inverse est réduit au courant de

recouvrement spécifié i, (voir figure 10).”

Ie 4}

I

~

e A ——

e) Conditions spécifiées

— température ambiante,
(Tamb, T::asea Y;ef);

courant direct (Ip);

(@)

écouvrement inverse d’une diode rapide, par exem
ent inverse est inférieur a 100 ns.

Yo

Affaiblisseur

—ee.

Affaiblisseur

de référence

de 100 ohms.

ple lorsque le

©

D = diode en mesure

FiG. 11. — Schéma pour la mesure de ¢,.

010/85
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On the oscilloscope O,, the reverse recovery time f, is measured from the instant when
the current is equal to zero to the instant when the reverse current is reduced to the

specified recovery current i, (see Figure 10).

I 4\
fr

. trr ’

|

frp 4 ——— ————7

e) Specified conditions

- ambient, case or reference-poip

- forward current (Ip);

4.2.4 Rleverse r

a) |Purpose

b)

D
Attenuator | ‘ N Atten
—h 1 ttenuator

- recovery current (i), 0.1 I. typical unless»othe stated;
- reverse voltage (/ i ;
- total load resjstance diode, R} (or R; and Ry), if different from 100| ohms.

oty time of a fast diode, e.g. with reverse recovery time

~

oo
KO
P

D = diode being measured

FiG. 11. — Circuit diagram for the measurement of .

010/85
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Description et exigences du circuit

L’impédance de sortie du générateur G et I'impédance d’entrée de l’oscilld‘scope sont
égales 4 50 ohms sauf spécification contraire. Les temps de montée du générateur et
de l'oscilloscope doivent étre faibles devant ¢,.

La largeur de l'impulsion doit étre supérieure a 3 f max.

Les affaiblisseurs doivent avoir une impédance caractéristique de 50 ohms sauf
spécification contraire, avoir un affaiblissement supérieur ou égal & 6 dB et pouvoir
laisser passer le courant continu.

La constante de temps R, C, doit étre inférieure a 0,1 f.max., sauf spécification
contraire, avec:

d)

e)

R, = partie réelle de I'impédance totale vue par la diode.

C, = capacité totale du circuit incluant la diode.

C doit étre grand devant ¢, max./R,.

Précautions a prendre

Aucune précaution spéciale.

Exécution

Appliquer a 1la menter leur

tre 1’instant

ou lg~coutrant ‘s’annule el pint Ipy) au
co @- recouvemeny. spegitic

] T ——

/v” — e /_——_-—

/RM ————————

011/85

Fig. 12. — Forme d’onde du courant de la diode pour la mesure de ¢,..


https://iecnorm.com/api/?name=acd8ecab2fd5659a40400b34a3bb0a6d

747-3 © IEC 1985 — 63 —

¢)

d)

e)

Circuit description and requirements

The output impedance of the generator G and the input impedance of

the

oscilloscope are equal to 50 ohms unless otherwise specified. The rise times of the

generator and of the oscilloscope should be small compared with ¢,..

The pulse width should be larger than 3 ¢ max.

Attenuators should have a characteristic impedance of 50 ohms unless otherwise
specified, should have an attenuation higher than or equal to 6 dB and should be

able to carry d.c.

The time constant R, C_ should be lower than 0.1 # max., unless otherwise specified,

with:

R[= Tteal part of the total impedance, as seen by the diode.

| = total capacitance of the circuit including the diode.

C
C|should be high compared with 7, max./R,.

The impedance Z; of the current generator should be greaté

Precautions to be observed

Np special precaution.

Measurement procedure

The temperature is set to the specifi
The current generator delivers the Specified d\current I. to the diode.

Puylses, delivered by i 3the diode; the magnitude of]
- i ¢ current Iy, is reached.

The reverse recqvery thme se_ipderval between the instant at which
cyrrent passes t XEIX he indtant when the current is reduced from Iy
tHe specif DN -(See K

e frp |

011/85

Fic. 12. — Diode current waveform in the measurement of z,.

the

the
to
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f) Conditions spécifiées

température ambiante ou température d’un point de référence (7., T..);

courant direct (Ip);

courant inverse de pointe (Ixy);

courant de recouvrement inverse (i,).

Exemple de conditions spécifiées: I = 10 mA
Ly = 10 mA
i, = 1mA

T

Rendement de deétection

1 Rendement de détection en tension 1,
a) But

Mesurer le rendement de détection e
conditions spécifiées.

b) Schéma

AN -

D = diode en mesure

. 13. — Schéma pour la mesure de m,.

e\ Descrip¥ion\et eXigences du circuit
nérateur a faible impédance.

voltmétre pour la mesure des tensions efficaces.

Ia valeur de R, daoit &tre élevée par rapport 3 la valenr de Iimpédancd

générateur et & la valeur de I'impédance directe de la diode.

d) Exécution
Régler la température a la valeur spécifice.

Régler le générateur de fagon a obtenir la valeur efficace spécifiee de V.

de siggal dans des

de sortie du

Lire V¥, sur le voltmétre; caiculer le rendement de détection a partir de I'expression

suivante:
V,

nv= Ver'Q

(x 100%)


https://iecnorm.com/api/?name=acd8ecab2fd5659a40400b34a3bb0a6d

747-3 © IEC 1985 — 65 —

f) Specified conditions
— ambient or reference-point temperature (7,.,, 7T.);

forward current (I5);

peak reverse current (Ipy);

— reverse recovery current (i.).

Example of specified conditions: I, = 10 mA
Ly = 10 mA
i, = 1 mA
5. Detecfor efficiency
5.1 Detector voltage efficiency m,
a) Purpose
To measure the detector voltage -efficiency specified
donditions.
b) Circuit diagram
012/85
v f th ut_impedafce of

the generator and the value of the forward impedance of the diode.

d) Measurement procedure
The temperature is set to the specified value.
The generator is adjusted to give the specified r.m.s. value of V).

¥, is read from the voltmeter and the detector voltage efficiency is calculated using

the expression:
£

, = T2

(x 100%)
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e) Conditions spécifiées

— température ambiante, température de boitier ou température d’un point de référence
(Te‘lmba Tcase> T;ef);

- fréquence de mesure (généralement 100 MHz);
— parameétres du circuit (R, et Cp);

— tension V; (valeur efficace).

Rendement de’ détection en puissance 7,

a) But

Mesurer le rendement de détection en puissance dungSdiod
conditions spécifiées.

1l dans des

b) Schéma

<

013/85

7.

genératelr a faible impédance.
étre électronique.

transformateur doit avoir de faibles pertes et la valeur de la résistance de pertes
équivalénte doit étre incluse dans R,.

Le transformateur doit avoir un rapport de transformation tel que I'impédance R, soit
adaptée a R,.

La valeur de R, doit étre élevée par rapport a celle de I'impédance directe de la
diode. La constante de temps C R, doit étre grande par rapport a linverse de la
fréquence de mesure.

Le condensateur C, doit présenter un court-circuit a la fréquence de mesure.

d) Exécution

Régler la température 4 la valeur spécifiée.
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e) Specified conditions

ambient, case or reference-point temperature (7)., T, T);

measurement frequency (usually 100 MHz);

circuit parameters (R, and C));

voltage V, (r.m.s. value).

5.2 Detector power efficiency n,

a) Phrpose

To measure the detector power efficiency of a signal diode unde

b) Circuit diagram

7/

013/85

loss
rgsistamCe showld be included in R,.

The turns ratio of the transformer should be such as to ensure impedance matching
between R, and R;.

The value of R, should be high compared with the value of the forward impedance of
the diode. The time constant C R, should be large compared to the reciprocal of the
measurement frequency.

Capacitor C, should provide a short-circuit at the measurement frequency.

d) Measurement procedure

The temperature is set to the specified value.
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Régler le générateur de tension alternative a zéro et le générateur de tension continue
aux conditions de polarisation directe spécifiées. Lire le courant [, sur I’ampéremétre
continu A.

Régler le générateur de tension alternative a la valeur efficace spécifice V, et mesurer
la nouvelle valeur I, sur Pamperemétre.

Calculer le rendement de détection en puissance a partir de I’expression suivante:

— 2- -
n, = A ILI',)Z BB (x100%)
g

e) Conditions spécifiées

— temperatuic ambiante, lemperature de boitier ou emperature d point de référence
(ﬂmm Ease) T;ef);

fréquence (f) et tension (V,) de mesure;

conditions de polarisation en continu;

parametres du circuit (R, et C));

impédance du générateur (R,).

q Bruit V,, I,

oit par“une source de tension de bruit ¥, en
ourant de bruit I, en paralléle favec la diode

n/exemple de circuit fondamental ppur la mesure

andeées pour Jles limites de la bande passante du filtre|sont: 900 Hz

¢fision produite par le courant de bruit de la dipde dans une
amplification par un amplificateur passe-bande de largeur de

déterminés. A la sortie de I’amplificateur, la tension| de bruit est
ide\d’¥n voltmétre quadratique. Le courant de bruit dans la bpnde passante

A, = amplification en tension de I'amplificateur plus le filtre.

Le courant de bruit peut étre ramené par le calcul a 1 Hz de largeur de bande
passante.

La diode peut étre polarisée dans chaque direction pour obtenir le bruit soit en direct,
soit en inverse.

Le bruit introduit par 'amplificateur, par la résistance de charge et par la source de
courant continu doit &tre négligeable. Dans le cas contraire, il est nécessaire d’introduire
une correction obtenue par une mesure de bruit en remplagant la diode par une
résistance appropriée.
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e)

6. Noise| V.

withl the diode or, preferably, by a
shown in Figure 15, page 71.

The recom ded value
1170 Hz. @

resi

The a.c. voltage generator is set to zero, and the d.c. voltage generator is set to give
the specified forward bias conditions. The current [, is read from the d.c. ammeter A.

The a.c. voltage generator is set to the specified r.m.s. voltage V, and the new value
I, is read from the ammeter.

The detector power efficiency is calculated using the expression:

J— 2- .
T]p — 4(IL2 ILII/?Z RL Rg (XIOO%)
g

Specified conditions

Jas 4 £ — -, . Vals al s al J
amorent,—cascor—rererence-pomt—temperature (1 5, Lcases Lrer/ >

measurement frequency (f) and voltage (V));

d.c. bias conditions;

circuit parameters (R, and C,);

generator impedance (R)).

The noise of a diode can be represented e roig€ voltage source V, in [series
ce I, in parallel with the diode as

T

igure 16, page 71,

of the pass-band of the filter are: 900 Hx and

—

¢’noise current of the diode is measured in the load

bandwidti™~and\ gain( he output, the noise voltage is observed with a squafe-law

volt i ent An the pass-band is given as follows:

whete?

AV

7 U

AR

= voltage amplification of the amplifier plus filter.

The noise current may be brought back by calculation to 1 Hz of bandwidth.

The diode may be biased in either direction to obtain noise values in either forward

or reverse directions.

The noise introduced by the amplifier, the load resistance and the d.c. source shall be

negligible. If this is not the case, it is necessary to make a correction obtained by
measuring the noise with the diode replaced by an appropriate resistor.
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014/85

N = source de courant de bruit

FiG. 15. — Circuit équivalent pour la représentation du bruit_dans une diode.

D E

+ I ol

\/ ” 015/85

r a faible bruit
= diode gn” mesure

= YTi asse-bande

source de courant continu
oltmétre quadratique

Fiéy ircuit pour la mesure du courant de bruit.

CTION DEUX — DIODES DE TENSION DE REFERENCE
ET DIODES REGULATRICES DE TENSION

1. Tension de régulation

1.1 Tension de régulation (méthode en courant continu)
a) But

Mesurer la tension de régulation correspondant & un courant de régulation spécifié.
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h
—_

014/85

N = noise current source

FiG. 15. — Circuit for the representation of the noise in a diode.

74
Q|

015/85

square-law voltmeter

for the measurement of noise current.

CTION TWO — VOLTAGE-REFERENCE DIODES
AND VOITAGE-REGULATOR DIQDES

1. Working voltage V,

1.1 Working voltage (d.c. method)

a) Purpose

To measure the working voltage corresponding to a specified working current.
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b) Schéma
®
+
Y=
016/85
= diode en mesure
FiG. 17. — Schéma pour la mesure de ¥, (méthode en dourant\contifu).

¢) Description et exigences du circuit

Le voltmétre V doit avoir une résistance élevée pax de la diode

pour la tension de régulation.
d) Exécution

Régler la température a la valeur spécifice.

Ajuster le courant continy de 1§
I’ampéremétre A et mesuger

éva
gulatios

ou température d’un point [de référence

ur speécifice I ijtdiquée par
aux bornes de la diiode.

e) Conditions spécifiées

— température ambiante, temp

%@e

ons la tension de régulation correspondant a un courant fle régulation

1)
o

N

1

017/85

D = diode en mesure

Fi6. 18. — Schéma pour la mesure de V, (méthode en impulsions).
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b) Circuit diagram

¢)

d)| Measurement procedure

e)

12 W
a)

b)

016/85

D = diode being measured

FiGg. 17. — Circuit diagram for the measurement of V, (d.
Circuit description and requirements

The voltmeter V should have a high resistance compafe
diode at the working voltage.

The temperature is set to the specified value.

of the

The working d.c. current is set to the A, and
the working voltage V, across i
Specified conditions

under

Yo
o
N

017/85

D = diode being measured

FiG. 18. — Circuit diagram for the measurement of V7 (pulse method).
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¢) Description et exigences du circuit
G est un générateur d’impulsions en courant.
A est un ampéremétre de lecture de pointe.
V est un voltmétre de lecture de pointe.

Le voltmétre V doit avoir une grande résistance par rapport a la résistance
différentielle de la diode pour la tension de régulation.

d) Exécution
Régler la température a la valeur spécifiée.

Augmenter le courant de sortie du générateur d’impulsions jusqu’a ce que
2 Sreme indi é o8 ifié g metre indique la

tension de régulation aux bornes de la diode.
\ e) Conditions spécifiées

— température ambiante, température de boitier ou tef
(nmba jz:asea 71ref);

- courant de régulation (L);

He référence

— largeur des impulsions et facteur d’uti
6 < 2%.

préférence: £,| = 300 us,
2. | Résistance differentielle 7,

21| Résistance différentielle dans régulation r, (méthodq en courant

continu)
a) But
Mesurer f3tan ; e correspondant a un courant de régulatiop spécifié.
b) Sch
2 C
T~—

018/85

D = diode en mesure

FiG. 19. — Schéma pour la mesure de r, (méthode en courant continu).

¢) Description et exigences du circuit
V est un voltmetre efficace ou de lecture de pointe.
C est un condensateur de blocage.

G, est un générateur de courant, alternatif ou d’impulsions.
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¢) Circuit description and requirements
Gisa pulse current generator.
A is a peak-reading ammeter.
V is a peak-reading voltmeter.

The voltmeter V should have a high resistance compared with the differential resistance
of the diode at the working voltage. '

d) Measurement procedure
The temperature is set to the specified value.

The output of the pulse generator is increased until the specified working current is

indicated-on the ammeter The workine vn]fqgn across—the diode—i1s then~read fram the
g £—Voitd: 4cHosSS—ne—aoae—15—eh

voltmeter.

e) [Specified conditions

T

case?

- ambient, case or reference-point temperature (7,

- working current (I);

- pulse width and duty cycle of pulses (z, d), : Q us, 8 <2%.

2. Diffdrential resistance 7,

2.1 Differential resistance within the working @

a) |Purpose

To measure thg

Circuit d@

b)

4 G2
/n
I8N NS
D = diode being measured
FiG. 19. — Circuit diagram for the measurement of r, (d.c. method).

¢) Circuit description and requirements .
V is an r.m.s. or peak-reading voltmeter.
C is a blocking capacitor.

G, is an alternating or pulse-current generator.
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L’impédance du voltmétre doit étre grande par rapport a la résistance différentielle
mesurée.

La valeur efficace du courant alternatif ne doit pas dépasser 10% de la valeur du
courant continu de fonctionnement; ou bien, dans le cas d’un générateur de courant
en impulsions, la valeur pointe a pointe ne doit pas dépasser 30% de la valeur du

courant continu de régulation. R doit étre approximativement égal a la résistance
différentielle de la diode.

d) Exécution
Régler la température a la valeur spécifiée.

Ajuster le générateur de courant continu pour obtenir la valgur spécifiée du courant
de régulation I,.

Le commutateur étant en position 1, ajuster le générater
que la valeur indiquée par le voltmétre soit:

de couxant de maniére

ou:
I; est la valeur efficace spécifiée du courant alternatif en 3 X (Rar>e courant continu
de régulation).

Le commutateur étant en position
résistance différentielle a gactir de

. Calculer la

de référence

n impulsions)

courant de

!

N
&

=10

o N

017/85

D = diode en mesure

FiG6. 20. — Schéma pour la mesure de r, (méthode en impulsions).
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The voltmeter impedance should be high compared with the differential resistance
being measured. '

The r.m.s. value of the alternating current should not be greater than 10% of the
direct working current value; alternatively, for a pulse current generator, the
peak-to-peak value should not exceed 30% of the direct working current value. R
should be approximately equal to the differential resistance of the diode.

d) Measurement procedure
The temperature is set to the specified value.

The direct current generator is adjusted to give the specified value of the working

‘- ) .
current—1z:

With the switch in position 1, the constant current generator(is “adj fil the
reading of the voltmeter is:

where:

hrrent).

With the switch in position 2, a second ing | btaified. ifferential

e) |Specified conditions

— ambient, case oy

22 Di
a),

pulse

b)| Circuit diagram N

=To)
lw]

N

1

017/85
D = diode being measured

Fic. 20. — Circuit diagram for the measurement of r, (pulse method).
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¢) Description et exigences du circuit
G est un générateur d’impulsions en courant.
A est un ampéremétre de lecture de pointe.
V est un voltmeétre de lecture de pointe.

La tension de régulation ¥, est mesurée pour deux valeurs du courant de régulation
I, et L, dont la moyenne est égale au courant de régulation spécifi¢ .

La différence entre I, et I, ne doit pas dépasser 30% de I,. Cependant, puisque la
différence de tension a mesurer est faible par rapport a4 la tension de régulation, la
tension doit étre mesurée par une méthode précise a impédance élevée.

d) Exécution

\

Régler avec soin la température & la valeur spécifiée
mesure.

pendant la

.- Mesurer

— température ambiante, températy Qiti ¢ référence
(T;mb) T;asea ];ef);

7.

— courant de rggulation (I);

- }argeur des $ Hisation (t,, &), de préférence: £, |= 300 us,
0<2%.

Coefficien; dé

¢’la tension de régulation o, (méthode en courant c¢ntinu)

le coefficient de température de la tension de régulation correspqndant a un

016/85

D = diode en mesure

FiG. 21. — Schéma pour la mesure de oy, (méthode en courant continu).
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c¢) Circuit description and requirements
G is a pulse current generator.
A is a peak-reading ammeter.

V is a peak-reading voltmeter.

The working voltage V, is measured at two values of working current I, and I, the
average of which is the specified working current I.

The difference between I and Iy should not exceed 30% of I, However, since the
voltage difference to be measured is small relative to the working voltage, an accurate
high-impedance method of measuring voltage shall be used.

d) Measurement procedure

lhe temperature shall be accurately set to the specified value

Huring
he measurement.

brking

Jpreferably: 1, = 300 ps, < 2%.

the tgmperature coefficient of working voltage at a specified wprking

| b) Circuit’ diagrs

L
NG
o

D = diode being measured

016/85

FiG. 21. — Circuit diagram for the measurement of oy, (d.c. method).
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¢) Description et exigences du circuit
On mesure la tension de régulation ¥V, a deux températures spécifiees T, et T,.

Cependant, puisque la différence de tension a mesurer est faible par rapport a la
tension de régulation, la tension doit &tre mesurée par une méthode précise a
impédance élevée.

De plus, il peut étre nécessaire d’utiliser des contacts séparés pour mesurer le courant
et la tension. '

d) Exécution

Mesurer la tension de régulation correspondant au courant de régulation spécifieé I lu
sur lamperemetre A, pour deux valeurs specilices 1, T, ~de 1a] température
(température ambiante, température de boitier ou températyre e référence);
ces températures doivent étre réglées avec soin et contrd psure.

100(V— V)
= P V)
Wi = LTy,

ou:
V7, est la tension mesurée & la température la-pi

V,, est la tension mesurée a la

e) Conditions spécifiées

— température ambiante, de référence

W

impulsions le coefficient de température de la tension (le régulation
t @ un courant de régulation spécifié, dans une gamme de|températures

)

C

Lo
o)

N

-1

017/85

D = diode en mesure

FiG. 22. — Schéma pour la mesure de a,, (méthode en impulsions).
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¢) Circuit description and requirements

The working voltage V, is measured at two specified temperatures 7; and T..

However, since the voltage difference to be measured is small relative to the working
voltage, an accurate high-impedance method of measuring voltage shall be used.

In addition, separate current-carrying and voltage-measuring contacts may need to be

used.

d) Measurement procedure

Where:

3.2 Tem
a)

b)| Circuit diageg

and 7, that shall be accurately set and controlled during the megsy

I, is the voltage measured at the lower temperature 7., aR

For a specified working current I, as read from ammeter A, the working voltage is

rE—temperatayes, 7,

10—
e A A

rorking

N\,

=¥0)
o

N

1

017/85

D = diode being measured

F16. 22. — Circuit diagram for the measurement of oy, (pulse method).
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¢) Description et exigences du circuit
G est un générateur d’impulsions en courant.
A est un amperemeétre de lecture de pointe.
V est un voltmétre de lecture de pointe.

On mesure la tension de régulation V, conformément a la méthode en impulsions
décrite dans le paragraphe 1.2, a deux températures spécifiees 7, et T..

Cependant, puisque la différence de tension a mesurer est faible par rapport a la
tension de régulation, la tension doit é&tre mesurée par une méthode précise a
impédance élevée.

De p]nc il peut &tre nécessaire d’utiliser des contacts cépm‘éc pour.mesurer le courant

et la tension.

d) Exécution

la tension
température
doivent étre

ou:
V, est la tension mesurée a la tempéragure la phus ba , et
esuré a méraplus eevée T,

e de boitier ou température d’'un point de référence

pulsions et facteur d’utilisation (z,, 8), de préférence: | = 300 ps,

Courang “inverse

La méthode pour les diodes de signal, décrite dans la section un, article 1,|s’applique.

5. Tension directe V;

La méthode pour les diodes de signal, décrite dans la section un, article 2, s’applique.

6. Capacité de jonction C,

La méthode pour les diodes de signal, décrite dans la section un, article 3, s’applique.
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